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はじめに AlGaN/GaN HEMT は低オン抵抗、高耐圧特性を有する次世代のパワーデバイスとして期待さ

れている[1]。しかし実用化に向けて、電流コラプスの抑制が課題となっている。その対策としてフィ

ールドプレート(FP)構造が報告されている[2]。本研究では、ゲート電極に FP 構造をもつ AlGaN/GaN 

HEMT を試作し、パルス応答から求めた電流コラプスとマイクロ波帯（2GHz）で測定した高周波パワ

ー特性との関係について検討したので報告する。 

実験 SiC基板上に作製したAlGaN/GaN HEMTを用いた。AlGaN障壁層の厚さとAl組成は 25 nm，25 %

とした。図 1 にデバイス断面構造と表面写真を示す。ゲート長とゲート幅は 2 μm，100 μm とした。FP

長は 3μm とした。動的オン抵抗の評価には、ドレインに負荷抵抗を接続し、ゲートにパルス電圧を印

加する方法を用いた。測定した動的オン抵抗と静的オン抵抗との比を規格化動的オン抵抗(NDR)として

定義した。高周波パワー評価には 2GHz 帯ロードプル評価系を用いた。 

結果 図 2 に NDR のオフ時ドレイン電圧依存性を示す。FP 構造を導入することにより、電流コラプ

スは従来デバイスに比べて 1/10 以下に低減された。図 3 に高周波パワー特性の測定結果を示す。従来

デバイスと FP デバイスについて、1 dB 利得圧縮時の入力電力(Pin_1dB)とその出力電力(Pout_1dB)を評

価したところ、前者では入力電力 0dBm 時に既に出力飽和が始まるのに対し、後者では入力電力 7.6 

dBm 時に Pout_1dB=12 dBm となった。FP デバイスによる大きな線形出力電力が確認された。 

まとめ FP 構造をもつ AlGaN/GaN HEMT に 

ついて、電流コラプスと高周波パワー特性 

を評価した。FP 構造の導入により、電流コ 

ラプスは約１桁減少し、Pout_1dB について 

も 7 dB 以上の向上を確認できた。以上より、 

両特性の間に明瞭な相関が確認された。  
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図 2 規格化動的オン抵抗のオフ時ドレイン電圧依存性         図 3 高周波パワー特性(@2GHz) 
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